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はじめに：誘電体/金属/誘電体(Dielectric-Metal- 

Dielectric: DMD)構造は、ITO 膜に替わる高い透

過性と電気導電性を有する透明導電膜として

期待されている[1]。我々は、金属/誘電体多層構

造(MDM)やAlドープMgZnO(AMZO)を用いた

紫外～可視の広い波長域で高い透過性を示す

AMZO/Ag/AMZO－DMDについて報告してき

た[2]。今回、AMZO/Ag/AMZO 系 DMDにおけ

るAg層へのAlドープ[3]と熱処理効果について

検討したので報告する。 

実験：Fig. 1に作製した DMD構造を示す。SiO2

基板上に 3 層構造の AMZO/Ag(Al)/AMZO 

-DMD をイオンビームスパッタ法で室温にお

いて積層し、成膜後に 100~500 ℃で 60分間の

真空熱処理を行った。Ag(Al)の Al ドープ濃度

は 1.7 at%、DMDの膜厚設計値は 50/10/50 (各

nm)とした。 

結果：Fig. 2は作製した DMD の紫外～可視域

透過スペクトルであり、紫外～可視域にわたる

高い透過率が得られた。熱処理温度 300 ℃ま

では透過率は僅かに増加し、400 ℃においても

ほとんど低下せず、500 ℃でわずかに低下した。

Fig. 3 にシート抵抗値 Rs と可視域平均透過率

Tave の熱処理温度依存性を示す。成膜直後の

Rsと Taveは、それぞれ 16.5 Ω/□、89.3 %であっ

た。Rsは熱処理温度 400 ℃まで単調に減少し、

400℃で熱処理後は成膜直後と比較して約

50.3 %減少し、8.14 Ω/□と良好な電気導電性が

得られた。ZnO/Ag/ZnO 系 DMD 構造では

200 ℃以上で熱処理した場合、透過率が大きく

低下することが知られているが[4]、今回作製し

た AMZO/Ag(Al)/AMZO-DMDでは、400℃の高

温熱処理後も Tave=92.0 %と高い透過率を維持

し、Ag層への Alドーピングが耐熱性の向上に

有効であることが確認された。 

まとめ：AMZOと Ag(Al)を用いることにより、

耐熱性に優れ、紫外～可視域の広い波長域にお

ける高い透過性と良好な電気導電性を有する

DMD 構造が作製された。 
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Fig. 1. Schematic diagram 

of AMZO/Ag(Al)/AMZO 

-DMD on SiO2 substrate 

Fig. 2. Annealing temperature 

dependency of transmittance 

spectra. 

Fig. 3. Sheet resistance and 

averaged transmittance vs. 

annealing temperature. 
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